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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一基板と、
　前記第一基板と対向する第二基板と、
　前記第一基板に設けられた第一反射膜と、
　前記第二基板に設けられ、前記第一反射膜と第一ギャップを介して対向する第二反射膜
と、
　前記第一基板に設けられた第一電極と、
　前記第二基板に設けられ、前記第一電極と第二ギャップを介して対向する第二電極と、
　前記第一電極と前記第二電極との間の電位差を制御する電圧制御部と、
を備え、
　前記第一ギャップの寸法は前記第二ギャップの寸法より小さく、
　前記電圧制御部が、第一電位差、前記第一電位差より大きい第二電位差、前記第二電位
差より大きい第三電位差を順次生じさせ、
　前記第二電位差に設定されている時間の方が、前記第一電位差に設定されている時間よ
りも長く、
　前記第三電位差に設定されている時間の方が、前記第二電位差に設定されている時間よ
りも長く、
　前記第二電位差と前記第三電位差との差の絶対値の方が、前記第一電位差と前記第二電
位差との差の絶対値よりも小さいことを特徴とする分光装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の分光装置において、
　前記第一電極と前記第二電極との間の静電容量を測定する静電容量測定部を備えること
を特徴とする分光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入射光の特性を測定する光フィルター、この光フィルターを用いた特性測定
方法、この光フィルターを備えた分析機器、および光フィルターを備えた光機器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ギャップを介して対向配置させる一対の反射膜を備え、このギャップの寸法を変
化させることで、入射光から所望の波長の光を分光させる波長可変干渉フィルターが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１に記載の波長可変干渉フィルターは、一対の基板と、これらの基板の互
いに対向する面にそれぞれ設けられる一対の多層膜（反射膜）と、を備えている。また、
この波長可変干渉フィルターの一対の反射膜上には、それぞれ静電駆動電極が形成され、
静電駆動電極に電圧を印加することでギャップの間隔が調整可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１４２７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記特許文献１に記載のような波長可変干渉フィルターを備えた分光測定装
置では、波長可変干渉フィルターの静電駆動電極に印加する電圧を切り替えることで、分
光される光の波長を切り替えて、各分光された光の光量を測定する。この時、静電駆動電
極に印加する電圧を、高電圧から低電圧に切り替えると、一対の反射膜のギャップの間隔
が所望の値になるまでの時間が長くなるという問題がある。つまり、静電駆動電極による
静電引力Ｆは以下の式（１）に示すように、印加電圧と、一対の静電駆動電極間の間隔（
対向電極間距離）との関数により表される。
【０００６】
【数１】

【０００７】
　ここで、式（１）において、Ｖは、静電駆動電極への印加電圧、ｇは、電圧を印加して
いない初期状態の対向電極間距離、ｘは、一対の静電駆動電極の相対変位量、αは、定数
を示す。上記式（１）に示すように、静電引力Ｆは、対向電極間距離（ｇ－ｘ）2に反比
例するため、対向電極間距離が大きいほど、静電引力Ｆは小さくなる。したがって、静電
駆動電極に印加する電圧を高電圧から低電圧に切り替えて、対向電極間距離を大きくする
ように静電引力Ｆを作用させる場合、電圧の切換タイミングで静電引力Ｆが急に弱くなる
。一方、静電駆動電極が設けられる基板には、高電圧印加時に静電引力Ｆの反力として、
基板を初期状態に戻そうとする復元力が作用する。したがって、静電駆動電極に印加する
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電圧を高電圧から低電圧に切り替えると、その切換タイミングでは、静電引力Ｆに比べて
復元力が大きくなり、ギャップ間隔が所望の値を超えて変動してしまう、いわゆるオーバ
ーシュートが発生する。このようなオーバーシュートが発生すると、静電駆動電極が設け
られる基板が減衰自由振動するため、振動がなくなり、ギャップ間隔の変動がなくなるま
で、測定を実施することができず、迅速な分光測定が実施できないという問題がある。
【０００８】
　本発明では、上記のような問題に鑑みて、迅速な分光測定が可能な光フィルター、特性
測定方法、分析機器、および光機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の光フィルターは、第一基板と、前記第一基板と対向する第二基板と、前記第一
基板に設けられた第一反射膜と、前記第二基板に設けられ、前記第一反射膜と対向する第
二反射膜と、前記第一基板に設けられた第一電極と、前記第二基板に設けられ、前記第一
電極と対向する第二電極と、前記第一電極と前記第二電極との間の電位差を制御する電圧
制御部と、を備え、前記電圧制御部は、前記電位差を、第一電位差から前記第一電位差よ
り大きい第二電位差に切り替えることを特徴とする。
【００１０】
　ここで、本発明では、第一基板および第二基板のうち、いずれか一方が、他方側に撓む
ことで、第一反射膜および第二反射膜の間隔が変化する構成、および第一基板および第二
基板の双方が互いに近接する方向に撓み、第一反射膜および第二反射膜の間隔が変化する
構成の双方を含むものとする。
　この発明では、電圧制御部は、第一電位差から、前記第一電位差より大きい第二電位差
に切り替える。即ち、分光測定装置に入射する入射光から、波長の異なる光を分光させて
光の光量を測定する際、電圧制御部は、まず、第一電極と第二電極との電位差を第一電位
差に設定し、第一波長を有する光（第一光）を透過させる。その後、第一電極と第二電極
との電位差を、第一電位差より高い第二電位差として、第一波長よりも短い波長である第
二波長を有する光（第二光）を透過させる。
　ここで、第二電位差から、第二電位差より小さい第一電位差に切り替えると、上述した
ように、第二電位差の時の復元力が、第一電位差の時の静電引力より大きくなる。このた
め、オーバーシュート等の発生による基板の減衰自由振動の時間が長くなり、迅速な光特
性の測定が実施できない。これに対して、本発明では、電圧制御部は、第一電位差から、
前記第一電位差より大きい第二電位差に切り替えるため、基板の減衰自由振動を抑制する
ことができ、迅速な分光測定を実施することができる。
【００１１】
　本発明の光フィルターでは、前記第二電位差に設定されている期間は、前記第一電位差
に設定されている期間より長いことが好ましい。
【００１２】
　この発明では、第二電位差に設定されている期間は、第一電位差に設定されている期間
より長い。第一電極と第二電極との電位差を第一電位差よりも大きい第二電位差としたと
き、基板の復元力も大きくなるため、基板が静止するまでの時間が長くなることがある。
すなわち、ギャップ間隔が、定位置に安定するまでの時間が長くなることがある。これに
対して、第二電位差の期間を、第一電位差の期間より長く設定することにより、ギャップ
間隔を定位置に安定させることができる。
【００１３】
　本発明の光フィルターでは、前記電圧制御部は、前記第一電位差に設定するときに前記
第一電極に第一電圧を印加し、前記第二電位差に設定するときに前記第一電極に第二電圧
を印加し、前記第一電圧は、第一直流電圧であり、前記第二電圧は、第二直流電圧である
ことが好ましい。
【００１４】
　この発明では、一定の電圧である直流電圧を、第一電位差とするときに第一電極に印加
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し、および第二電位差とするときに第二電極に印加することで、交流電圧を用いる場合に
比べて、ギャップ間隔を安定して保持することができる。
【００１５】
　本発明の光フィルターでは、前記第一反射膜および前記第二反射膜を透過した光を受光
する受光部と、前記受光部により受光された前記光の受光量を測定する測定部と、を備え
、前記測定部は、前記第一電位差に設定されたときに前記第一反射膜および前記第二反射
膜を透過した第一光の受光量を測定し、前記第二電位差に設定されたときに前記第一反射
膜および前記第二反射膜を透過した第二光の受光量を測定することが好ましい。
【００１６】
　この発明では、第一電極および第二電極の間の電位差が第一電位差に設定された際、お
よび第二電位差に設定された際のそれぞれに対して、第一反射膜および第二反射膜を透過
した光の光量を測定することができる。また、上記のように、電圧が低い第一電位差から
電圧が大きい第二電位差に切り替え、順次、第一反射膜および第二反射膜の間の間隔を短
くしていくことで、より迅速に、入射光に含まれる各波長成分の光の光量を測定すること
ができる。
【００１７】
　本発明の光フィルターでは、前記電圧制御部は、さらに、前記第一電極と前記第二電極
との間の前記電位差を前記第二電位差より大きい第三電位差に設定可能であるとともに、
前記第二電位差から、前記第三電位差に切り替え、前記第二電位差と前記第三電位差との
差の絶対値は、前記第一電位差と前記第二電位差との差の絶対値よりも、小さいことが好
ましい。
【００１８】
　上述した式（１）から分かるように、静電引力は、電位差の二乗に比例する。したがっ
て、電位差が大きくなる方向に、第一電位差、第二電位差、第三電位差と切り替えたとき
、第一電位差と第二電位差との差の絶対値と、第二電位差と第三電位差との絶対値の差が
同じ場合、静電引力が急激に増大することになり、オーバーシュートの原因となる。ここ
で、本発明では、前記第二電位差と前記第三電位差との差の絶対値は、前記第一電位差と
前記第二電位差との差の絶対値よりも、小さい。これにより、ギャップ間隔が狭くなった
際の静電引力の急激な増大を抑制することができ、オーバーシュートをより抑制すること
ができ、より迅速な分光測定を実施することができる。
【００１９】
　本発明の光フィルターでは、前記電圧制御部は、さらに、前記第一電極と前記第二電極
との間の前記電位差を前記第二電位差より大きい第三電位差に設定可能であるとともに、
前記第二電位差から、前記第三電位差に切り替え、前記第一電位差に設定されたとき、前
記第一反射膜および前記第二反射膜の間は、第一間隔に設定され、前記第二電位差に設定
されたとき、前記第一反射膜および前記第二反射膜の間は、前記第一間隔よりも小さい第
二間隔に設定され、前記第三電位差に設定されたとき、前記第一反射膜および前記第二反
射膜の間は、前記第二間隔よりも小さい第三間隔に設定され、前記第一間隔および前記第
二間隔の差の絶対値は、前記第二間隔および前記第三間隔の差の絶対値に等しいことが好
ましい。
【００２０】
　この発明では、第一間隔と第二間隔との差の絶対値が、第二間隔と第三間隔の差の絶対
値に等しくなるように、電圧制御部により第一電位差、第二電位差、第三電位差が設定さ
れる。すなわち、第一電極および第二電極に印加する電圧を、第一電位差から、第二電位
差、第三電位差に上げる際、第一電極と第二電極との間隔（第一反射膜と第二反射膜との
ギャップ間隔）が狭くなるほど、電圧上昇値に対する間隔の減少幅が大きくなる。したが
って、第一電位差から、第二電位差、第三電位差に順に電位差を変更する際に、その電圧
上がり幅が等しいと、第一間隔から第二間隔への変動量に対し、第二間隔から第三間隔へ
の変動量の方が大きくなる。この場合、第一反射膜および第二反射膜の間隔が大きく設定
された場合に分光される長波長の光に対しては、電圧を切り替えた際の透過光の波長の変
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動量が小さく、詳細な光特性の測定を実施することが可能であるが、第一反射膜および第
二反射膜の間隔が小さくなるに従って、透過光の波長の変動量も大きくなり、光特性の測
定結果も粗くなってしまう。これに対して、上記のように、第一間隔および第二間隔の差
の絶対値が、第二間隔および第三間隔の絶対値に等しくなるように、高電圧に切り替える
に従って、電圧上昇値を小さくしていくことで、測定可能な波長域を等波長間隔で区切る
ことができ、測定可能波長域全体を通して詳細な特性の測定を実施することが可能となる
。
【００２１】
　この時、本発明の光フィルターでは、前記第二電位差と前記第三電位差との差の絶対値
は、前記第一電位差と前記第二電位差との差の絶対値よりも、小さいことが好ましい。
【００２２】
　この発明では上記発明と同様に、第一間隔および第二間隔の差の絶対値が、第二間隔お
よび第三間隔の絶対値に等しくなるように、高電圧に切り替えるに従って、電圧上昇値を
小さくしていくことで、測定可能な波長域を等波長間隔で区切ることができ、測定可能波
長域全体を通して詳細な特性の測定を実施することが可能となる。
【００２３】
　本発明の光フィルターでは、前記第一電極と前記第二電極との間の静電容量を測定する
静電容量測定部を備えることが好ましい。
【００２４】
　この発明では、静電容量測定部により静電容量を測定させることで、第一電極および第
二電極の間の間隔を正確に検出することができる。また、第一反射膜および第二反射膜の
膜厚が予め測定されていれば、第一電極および第二電極の間隔と、第一反射膜および第二
反射膜の膜厚とから、第一反射膜および第二反射膜の間隔であるギャップ間隔を正確に算
出することができ、光フィルターを透過する光の波長を正確に求めることができる。
【００２５】
　本発明の特性測定方法は、第一基板、前記第一基板に対向する第二基板、前記第一基板
に設けられた第一反射膜、前記第二基板に設けられ、前記第一反射膜に対向する第二反射
膜、前記第一基板に設けられた第一電極、および前記第二基板に設けられ、前記第一電極
に対向する第二電極、を有するエタロンと、前記第一電極および前記第二電極の間の電位
差を第一電位差および前記第一電位差より大きい第二電位差のいずれかに設定する電圧制
御部と、前記エタロンを透過した光を受光する受光部と、前記受光部により受光された前
記光の光量を測定する測定部と、を有する光フィルターにより、測定物の特性を測定する
特性測定方法であって、測定物に光を照射する光照射工程と、前記電圧制御部により、前
記第一電位差に設定し、前記測定物を透過または反射して、前記エタロンに入射した光か
ら第一光を取り出す第一電圧制御工程と、前記第一光を前記受光部で受光して、受光され
た前記第一光の受光量を前記測定部で測定する第一測定工程と、前記電圧制御部により、
前記第一電位差から第二電位差に設定し、前記測定物を透過または反射して前記エタロン
に入射した前記光から第二光を取り出す第二電圧制御工程と、前記第二光を前記受光部で
受光して、受光された前記第二光の受光量を前記測定部で測定する第二測定工程と、を備
えることを特徴とすることを特徴とする。
【００２６】
　この発明では、光照射工程により測定物に光を照射した後、第一電圧制御工程において
、第一電極および第二電極の間の電位差を第一電位差に設定して、ギャップ間隔を調整し
、第一測定工程で、第一電圧制御工程で設定されたギャップ間隔の第一反射膜および第二
反射膜を透過する第一光の受光量を測定する。この後、第二電圧制御工程で、第一電位差
よりも大きい第二電位差を第一電極および第二電極間に印加して、その際に透過する第二
光の受光量を第二測定工程で測定する。
　このように、電位差が低い状態から高い状態に電圧を切り替えて、受光量の疎工程を実
施することで、上記発明と同様に、基板の減衰自由振動を抑制することができ、迅速な特
性の測定を実施することができる。
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【００２７】
　本発明の特性測定方法では、前記第二電圧制御工程で、前記第二電位差に設定されてい
る期間は、前記第一電圧制御工程で、前記第一電位差に設定されている期間より長いこと
が好ましい。
【００２８】
　この発明では、上記発明と同様に、第二電位差の期間を、第一電位差の期間より長く設
定することにより、ギャップ間隔を定位置に安定させることができる。
【００２９】
　本発明の特性測定方法では、前記第一電圧制御工程では、前記第一電極に第一電圧を印
加し、前記第二電圧制御工程では、前記第一電極に第二電圧を印加し、前記第一電圧は、
第一直流電圧であり、前記第二電圧は、第二直流電圧であることが好ましい。
【００３０】
　この発明では、上記発明と同様に、第一電極および第二電極に印加する電圧を直流電圧
とすることで、交流電圧を用いた場合のような基板の振動がなくなり、ギャップ間隔を安
定して保持することができる。
【００３１】
　本発明の特性測定方法では、前記第二測定工程の後に、前記電圧制御部により、前記第
一電極と前記第二電極との前記電位差を前記第二電位差より大きい第三電位差に設定し、
前記測定物を透過または反射して前記エタロンに入射した光から第三光を取り出す第三電
圧制御工程と、前記第三光を前記受光部で受光して、受光された前記第三光の受光量を前
記測定部で測定する第三測定工程と、を備え、前記第二電位差と前記第三電位差との差の
絶対値は、前記第一電位差と前記第二電位差との差の絶対値よりも、小さいことが好まし
い。
【００３２】
　この発明では、ギャップ間隔が狭くなった際の静電引力の急激な増大を抑制することが
でき、オーバーシュートをより抑制することができ、より迅速な分光測定を実施すること
ができる。
【００３３】
　本発明の特性測定方法では、前記第二測定工程の後に、前記電圧制御部により、前記第
一電極と前記第二電極との前記電位差を前記第二電位差より大きい第三電位差に設定し、
前記測定物を透過または反射して前記エタロンに入射した光から第三光を取り出す第三電
圧制御工程と、前記第三光を前記受光部で受光して、受光された前記第三光の受光量を前
記測定部で測定する第三測定工程と、備え、前記第一電圧制御工程では、前記第一反射膜
と前記第二反射膜との間は第一間隔に設定され、前記第二電圧制御工程では、前記第一反
射膜と前記第二反射膜との間は、前記第一間隔よりも小さい第二間隔に設定され、前記第
三電圧制御工程では、前記第一反射膜と前記第二反射膜との間は、前記第二間隔よりも小
さい第三間隔に設定され、前記第一間隔と前記第二間隔との差の絶対値は、前記第二間隔
と前記第三間隔との差の絶対値に等しいことが好ましい。
【００３４】
　この発明では、上記発明と同様に、第一間隔および第二間隔の差の絶対値が、第二間隔
および第三間隔の絶対値に等しくなるように、高電圧に切り替えるに従って電圧上昇値を
小さくしていくことで、測定可能な波長域を等波長間隔で区切ることができ、測定可能波
長域全体を通して詳細な特性の測定を実施することが可能となる。
【００３５】
　本発明の特性測定方法では、前記光フィルターは、前記第一電極と前記第二電極との間
の静電容量を測定する静電容量測定部を備え、前記第一測定工程は、前記第一光の受光量
を測定するとともに、前記静電容量測定部によって前記第一測定工程における前記第一電
極と第二電極との間の静電容量を測定し、前記第二測定工程は、前記第二光の受光量を測
定するとともに、前記静電容量測定部によって前記第一測定工程における前記第一電極と
第二電極との間の静電容量を測定することが好ましい。
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【００３６】
　この発明では、静電容量測定部により静電容量を測定させることで、第一電極および第
二電極の間の間隔を正確に検出することができる。また、第一反射膜および第二反射膜の
膜厚が予め測定されていれば、第一電極および第二電極の間隔と、第一反射膜および第二
反射膜の膜厚とから、第一反射膜および第二反射膜の間隔であるギャップ間隔を正確に算
出することができ、光フィルターを透過する光の波長を正確に求めることができる。
　したがって、第一測定工程、および第二測定工程において、このような静電容量に基づ
いてギャップ間隔を算出すると同時に、受光部にて受光される受光量を測定することで、
受光した光の波長とその光量を同時に取得することができ、より詳細な特性の測定を実施
することができる。また、第三測定工程においても、同様に、第三光の受光量の測定と同
時に、第一電極と第二電極との間の静電容量を測定することで、第三光に対して、受光し
た光の波長と、その光量とを同時に測定することができる。
【００３７】
　本発明の分析機器は、上述したような光フィルターを備えることを特徴とする。
【００３８】
　この発明では、光フィルターにより迅速に所望波長の光を取り出すことができる。した
がって、分析機器においても、迅速に取り出された光に基づいて、迅速な分析を実施する
ことができる。
【００３９】
　本発明に光機器は、上述したような光フィルターを備えることを特徴とする。
　ここで、光機器としては、例えば各波長の光に対して光強度に応じたデータを持たせた
場合に、所望の波長からデータを取り出す装置であり、例えば複数の波長の光を混合して
光ファイバーなどの媒体により送信するシステムなどに用いられる。
　本発明では、上述したように、光フィルターにより所望の波長の光を迅速に抽出するこ
とができるため、光機器におけるデータの取得処理も迅速に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本実施形態の分析機器である測色装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の光フィルターを構成するエタロンの概略構成を示す断面図である。
【図３】エタロンの透過特性の例を示す図である。
【図４】電圧テーブルデータ８２５の例を示す図である。
【図５】本実施形態の光フィルターの分光測定動作を示すフローチャートである。
【図６】本実施形態における静電アクチュエーターに印加される電圧および電圧印加時間
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
〔第一実施形態〕
　以下、本発明に係る一実施形態の分析機器である測色装置を図面に基づいて説明する。
　（１．測色装置の構成）
　図１は、本発明に係る一実施形態の分析機器である測色装置の概略構成を示すブロック
図である。
　図１において、測色装置１は、光源装置２と、本発明の光フィルターを構成する分光測
定装置３と、測色制御装置４と、を備えている。この測色装置１は、光源装置２から測定
物Ａに向かって例えば白色光を射出し、測定物Ａで反射された光である検査対象光を分光
測定装置３に入射させる。そして、分光測定装置３にて検査対象光を分光し、分光した各
波長の光の光量をそれぞれ測定する分光特性測定を実施する。言い換えると、測定物Ａで
反射された光である検査対象光をエタロン５に入射させ、エタロン５から透過した透過光
の光量を測定する分光特性測定を実施する。そして、測色制御装置４は、得られた分光特
性に基づいて、測定物Ａの測色処理、すなわち、どの波長の色がどの程度含まれているか
を分析する。
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【００４２】
　（２．光源装置の構成）
　光源装置２は、光源２１、複数のレンズ２２（図１には１つのみ記載）を備え、測定物
Ａに対して白色光を射出する。また、複数のレンズ２２には、コリメーターレンズが含ま
れており、光源装置２は、光源２１から射出された白色光をコリメーターレンズにより平
行光とし、図示しない投射レンズから測定物Ａに向かって射出する。
【００４３】
　（３．分光測定装置の構成）
　分光測定装置３は、測定物Ａにより反射された測定対象光を分光し、分光された光の光
量を測定することで、分光特性を得る装置である。この分光測定装置３は、図１に示すよ
うに、エタロン５と、受光部６と、駆動回路７と、制御回路部８と、を備えている。また
、分光測定装置３は、エタロン５に対向する位置に、測定物Ａで反射された反射光（測定
対象光）を、内部に導光する図示しない入射光学レンズを備えている。
　受光部６は、複数の光電交換素子により構成されており、受光量に応じた電気信号を生
成する。そして、受光部６は、制御回路部８に接続されており、生成した電気信号を受光
信号として制御回路部８に出力する。
【００４４】
　（３－１．エタロンの構成）
　図２は、分光測定装置３を構成するエタロン５の概略構成を示す断面図である。
　エタロン５は、例えば、平面視正方形状の板状の光学部材であり、一辺が例えば１０ｍ
ｍに形成されている。このエタロン５は、図２に示すように、本発明の第二基板を構成す
る可動基板５２、および第一基板を構成する固定基板５１を備えている。これらの２枚の
基板５１，５２は、それぞれ例えば、ソーダガラス、結晶性ガラス、石英ガラス、鉛ガラ
ス、カリウムガラス、ホウケイ酸ガラス、無アルカリガラスなどの各種ガラスや、水晶な
どにより形成されている。これらの中でも、各基板５１，５２の構成材料としては、例え
ばナトリウム（Ｎａ）やカリウム（Ｋ）などのアルカリ金属を含有したガラスが好ましく
、このようなガラスにより各基板５１，５２を形成することで、後述する反射膜５３，５
４や、各電極の密着性や、基板同士の接合強度を向上させることが可能となる。そして、
これらの２つの基板５１，５２は、例えば常温活性化接合などにより接合されることで、
一体的に構成されている。
【００４５】
　また、固定基板５１と、可動基板５２との間には、本発明の第一反射膜を構成する固定
反射膜５３および第二反射膜を構成する可動反射膜５４が設けられる。ここで、固定反射
膜５３は、固定基板５１の可動基板５２に対向する面に固定され、可動反射膜５４は、可
動基板５２の固定基板５１に対向する面に固定されている。また、これらの固定反射膜５
３および可動反射膜５４は、第一ギャップＧ１を介して対向配置されている。
　さらに、固定基板５１と可動基板５２との間には、固定反射膜５３および可動反射膜５
４の間の第一ギャップＧ１の寸法を調整するための静電アクチュエーター５５が設けられ
ている。この静電アクチュエーター５５は、第一電極５５１および第二電極５５２を備え
ている。
【００４６】
　（３－１－１．固定基板の構成）
　固定基板５１は、厚みが例えば５００μｍに形成されるガラス基材をエッチングにより
加工することで形成される。具体的には、図２に示すように、固定基板５１には、エッチ
ングにより電極形成溝５１１および反射膜固定部５１２が形成される。
　電極形成溝５１１は、例えば、エタロン５を厚み方向から見た平面視（以降、エタロン
平面視と称す）において、円環形状に形成されている。反射膜固定部５１２は、前記平面
視において、電極形成溝５１１の中心部に形成され、電極形成溝５１１の溝底面（電極固
定面５１１Ａ）から可動基板５２側に突出して形成される。
　そして、電極形成溝５１１の電極固定面５１１Ａには、静電アクチュエーター５５を構
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成する第一電極５５１が形成される。また、固定基板５１には、電極固定面５１１Ａに連
続する図示しない第一電極引出溝が形成され、第一電極５５１の外周縁の一部から外側に
向かって延出する図示しない第一電極引出部が形成されている。この第一電極引出部は、
駆動回路７に接続されている。
【００４７】
　反射膜固定部５１２の幅は、電極形成溝５１１の幅よりも小さい。しかしながら、反射
膜固定部５１２の幅は、電極形成溝５１１の幅よりも大きくても良く、適宜設定すること
ができる。なお、本実施形態では、図２に示すように、反射膜固定部５１２の可動基板５
２に対向する反射膜固定面５１２Ａが、電極固定面５１１Ａよりも可動基板５２に近接し
て形成される例を示すが、これに限らない。電極固定面５１１Ａおよび反射膜固定面５１
２Ａの高さ位置は、反射膜固定面５１２Ａに固定される固定反射膜５３、および可動基板
５２に形成される可動反射膜５４の間の第一ギャップＧ１の寸法、第一電極５５１および
可動基板５２に形成される後述の第二電極５５２の間の寸法、固定反射膜５３や可動反射
膜５４の厚み寸法により適宜設定されるものであり、上記のような構成に限られない。例
えば反射膜５３，５４として、誘電体多層膜反射膜を用い、その厚み寸法が増大する場合
、電極固定面５１１Ａと反射膜固定面５１２Ａとが同一面に形成される構成や、電極固定
面５１１Ａの中心部に、円柱凹溝上の反射膜固定溝が形成され、この反射膜固定溝の底面
に反射膜固定面５１２Ａが形成される構成などとしてもよい。
【００４８】
　そして、反射膜固定面５１２Ａには、例えば直径が約３ｍｍの円形状に形成される固定
反射膜５３が固定されている。この固定反射膜５３は、ＡｇＣ単層により形成される反射
膜であり、スパッタリングなどの手法により反射膜固定面５１２Ａに形成される。
　なお、本実施形態では、固定反射膜５３として、エタロン５で分光可能な波長域として
可視光全域をカバーできるＡｇＣ単層の反射膜を用いる例を示すが、これに限定されず、
例えば、エタロン５で分光可能な波長域が狭いが、ＡｇＣ単層反射膜よりも、分光された
光の透過率が大きく、透過率の半値幅も狭く分解能が良好な、例えばＴｉＯ2－ＳｉＯ2系
誘電体多層膜反射膜を用いる構成としてもよい。ただし、この場合、上述したように、固
定基板５１の反射膜固定面５１２Ａや電極固定面５１１Ａの高さ位置を、固定反射膜５３
や可動反射膜５４、分光させる光の波長選択域などにより、適宜設定する必要がある。
【００４９】
　さらに、固定基板５１は、可動基板５２に対向する上面とは反対側の下面において、固
定反射膜５３に対応する位置に図示略の反射防止膜（ＡＲ）が形成されている。この反射
防止膜は、低屈折率膜および高屈折率膜を交互に積層することで形成され、固定基板５１
の表面での可視光の反射率を低下させ、透過率を増大させる。
【００５０】
　（３－１－２．可動基板の構成）
　可動基板５２は、厚みが例えば２００μｍに形成されるガラス基材をエッチングにより
加工することで形成される。
　具体的には、可動基板５２には、エタロン平面視において、基板中心点を中心とした円
形の変位部５２１と、変位部５２１と同軸となる円環状に形成され変位部５２１の外周部
に連結される連結保持部５２２と、を備えている。
【００５１】
　変位部５２１は、連結保持部５２２よりも厚み寸法が大きく形成され、例えば、本実施
形態では、可動基板５２の厚み寸法と同一寸法である２００μｍに形成されている。また
、変位部５２１は、反射膜固定部５１２の反射膜固定面５１２Ａに平行な可動面５２１Ａ
を備え、この可動面５２１Ａに可動反射膜５４が固定されている。ここで、この可動反射
膜５４と、上記した固定反射膜５３とにより、本発明の一対の反射膜が構成される。また
、本実施形態では、可動反射膜５４と固定反射膜５３との間の第一ギャップＧ１は、初期
状態において、例えば４５０ｎｍに設定されている。
　ここで、この可動反射膜５４は、上述した固定反射膜５３と同一の構成の反射膜が用い
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られ、本実施形態では、ＡｇＣ単層反射膜が用いられる。また、ＡｇＣ単層反射膜の膜厚
寸法は、例えば０．０３μｍに形成されている。
【００５２】
　また、可動面５２１Ａには、第一電極５５１に第二ギャップＧ２を介して対向する、リ
ング状の第二電極５５２が形成されている。
　また、第二電極５５２の外周縁の一部からは、図示しない第二電極引出部が外周方向に
向かって形成され、駆動回路７に接続されている。そして、駆動回路７から出力される電
圧により、第一電極５５１および第二電極５５２の間に静電引力が働き、変位部５２１が
反射膜固定部５１２側に移動することで、第一ギャップＧ１の間隔が調整される。
【００５３】
　さらに、変位部５２１は、可動面５２１Ａとは反対側の上面において、可動反射膜５４
に対応する位置に図示略の反射防止膜（ＡＲ）が形成されている。この反射防止膜は、固
定基板５１に形成される反射防止膜と同様の構成を有し、低屈折率膜および高屈折率膜を
交互に積層することで形成される。
【００５４】
　連結保持部５２２は、変位部５２１の周囲を囲うダイアフラムであり、例えば厚み寸法
が５０μｍに形成されている。また、連結保持部５２２は、弾性を有し、静電アクチュエ
ーター５５の静電引力により、変位部５２１が固定基板５１側に移動すると、変位部５２
１を初期位置に戻すように付勢力が働く。すなわち、連結保持部５２２は、本発明の付勢
手段を構成する。
【００５５】
　上述のようなエタロン５では、図３に示すような透過特性を有する。図３は、エタロン
５の透過特性を示す図である。図３において、「Ｇａｐ」は第一ギャップの間隔を示す。
　エタロン５では、一対に反射膜５３，５４の間の第一ギャップＧの間隔（以降、第一ギ
ャップ間隔と称す）により、透過波長が決定される。すなわち、エタロン５を透過する光
は、その半波長の整数倍が第一ギャップ間隔と一致する光であり、半波長の整数倍が第一
ギャップ間隔と一致しない光は、反射膜５３，５４により反射される。したがって、図３
に示すように、静電アクチュエーター５５により第一ギャップ間隔をｇ０、ｇ１、ｇ２、
ｇ３と変化させることで、エタロン５を透過する光、すなわち透過率が大きい波長がλ０
、λ１、λ２、λ３と変化する。
【００５６】
　（３－２．駆動回路の構成）
　駆動回路７は、エタロン５の第一電極引出部、第二電極引出部、および制御回路部８に
接続される。この駆動回路７は、制御回路部８から入力される駆動制御信号に基づいて、
第一電極引出部および第二引出部を介して、第一電極５５１および第二電極５５２間に駆
動電圧を印加し、変位部５２１を所定の変位位置まで移動させる。
【００５７】
　（３－３．制御回路部の構成）
　制御回路部８は、分光測定装置３の全体動作を制御する。この制御回路部８は、図１に
示すように、例えばＣＰＵ８１、記憶部８２などにより構成されている。そして、ＣＰＵ
８１は、記憶部８２に記憶された各種プログラム、各種データに基づいて、分光測定処理
を実施する。記憶部８２は、例えばメモリーやハードディスクなどの記録媒体を備えて構
成され、各種プログラム、各種データなどを適宜読み出し可能に記憶する。
【００５８】
　ここで、記憶部８２には、プログラムとして、電圧制御プログラム８２１、ギャップ測
定プログラム８２２、光量認識プログラム８２３、および測定プログラム８２４が記憶さ
れている。ここで、ＣＰＵ８１により、電圧制御プログラム８２１が読み出されることに
より、本発明の電圧制御部の処理が実行される。また、ＣＰＵ８１により、ギャップ測定
プログラム８２２が読み出されることにより、本発明の静電容量測定部の処理が実行され
る。すなわち、ＣＰＵ８１は、本発明の電圧制御部および静電容量測定部を構成する。
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　また、記憶部８２には、第一ギャップＧ１の間隔を調整するために静電アクチュエータ
ー５５に印加する電圧値、およびその電圧値を印加する時間を関連付けた電圧テーブルデ
ータ８２５が記憶されている。
【００５９】
　ここで、図４に、電圧テーブルデータ８２５の例を示す。
　記憶部８２に記憶される電圧テーブルデータ８２５は、図４に示すように、電圧印加順
を示す番号データ８２７と、電圧値が記録される電圧データ８２８と、印加時間が記録さ
れる時間データ８２９とが関連付けられた電圧制御レコード８２６が、複数記録されるデ
ータである。
　ここで、分光測定装置３により、分光可能範囲をＮ分割し、Ｎ＋１個の波長に対する光
量を取得する場合、電圧テーブルデータ８２５には、Ｎ個の電圧制御レコード８２６が、
例えば番号データ８２７が小さい順に記録される。
【００６０】
　番号データ８２７が「１」である電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８には、分
光測定装置３により分光測定を実施する際に、最初に静電アクチュエーター５５に印加す
る初期駆動電圧が記録されている。そして、番号データ８２７が「２」以降の電圧制御レ
コード８２６の電圧データ８２８には、番号データ８２７が小さいほど小さい電圧値が記
録され、番号データ８２７が増す毎に大きい電圧値が記録される。
　つまり、番号データ８２７が「２」の電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８には
、初期駆動電圧よりも大きい電圧値が記録され、さらに、番号データ８２７が「３」の電
圧制御レコード８２６の電圧データ８２８には、番号データ８２７が「２」である電圧制
御レコード８２６の電圧データ８２８の電圧よりも大きい電圧値が記録されている。すな
わち、番号データ８２７が「ｉ」である電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８には
、番号データ８２７が「ｉ－１」である電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８より
も大きく、番号データ８２７が「ｉ＋１」である電圧制御レコード８２６の電圧データ８
２８よりも小さい電圧値が記録される。そして、番号データ８２７が「Ｎ」である電圧制
御レコード８２６の電圧データ８２８には、第一ギャップ間隔を最小値にするための最大
電圧値が記録されている。ここで、「ｉ」は、２以上の整数である。また、「Ｎ」も、２
以上の整数である。
【００６１】
　また、各電圧データ８２８の電圧変動量、すなわち、番号データ８２７が「ｉ－１」で
ある電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８の電圧値と、番号データ８２７が「ｉ」
である電圧制御レコード８２６の電圧データ８２８の電圧値との差は、番号データ８２７
が大きくなるに従って、小さく設定されている。
　なお、電圧データは、設定したい第１ギャップ間隔、可動基板の材質、可動反射膜が設
けられている領域に対応する可動基板の大きさや厚さ等によって、適宜設定される。
【００６２】
　電圧制御レコード８２６の時間データ８２９は、上記のような電圧データ８２８の電圧
を静電アクチュエーター５５に継続して印加する時間である。この印加時間は、電圧デー
タ８２８に応じた電荷が第一電極５５１および第二電極５５２に保持され、静電引力によ
り変位部５２１の変位が完了するまでの時間である。この時間データ８２９に記録される
印加時間は、番号データ８２７が小さいほど短い印加時間が記録され、番号データ８２７
が増す毎に長い印加時間が記録される。
　すなわち、静電アクチュエーター５５に印加する電圧が小さい場合では、変位部５２１
に作用する力が小さく、電圧が小さい場合では、変位部５２１に作用する力が大きくなる
。ここで、変位部５２１に作用する力としては、静電アクチュエーター５５による静電引
力、および静電引力の反力であり、連結保持部５２２が弾性変形することで発生する復元
力があり、静電アクチュエーター５５に印加する電圧が大きいほどこれらの力も大きくな
る。
　変位部５２１を変動させた際、変位部５２１が所望の変位位置を越えて変位してしまう
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オーバーシュートが発生する場合があり、このようなオーバーシュートが発生した場合、
オーバーシュートに伴う振動が静止するまで、時間がかかる。これは、静電引力や復元力
が大きいほど起こりやすくなり、振動の振幅も大きくなる。したがって、静電アクチュエ
ーター５５に大きな電圧が印加される場合では、変位部５２１の変動が安定するまでより
長い時間を要することとなるので、印加時間を長く設定する必要がある。以上の理由から
、電圧制御レコード８２６の時間データ８２９には、番号データ８２７が大きくなるに従
って、長い印加時間が記録される。
【００６３】
　また、記憶部８２には、図示は省略するが、静電アクチュエーター５５の各電極５５１
，５５２に保持される電荷量に対する第一ギャップ間隔を示すギャップ特性データ、およ
び第一ギャップ間隔に対する透過光の波長を示す透過特性データなどが記録されている。
【００６４】
　次に、記憶部８２に記憶され、ＣＰＵ８１により読み出されることで実行される各種プ
ログラムを説明する。
　電圧制御プログラム８２１は、ＣＰＵ８１を本発明の電圧制御部として機能させるため
のプログラムであり、駆動回路７に駆動制御信号を出力して、静電アクチュエーター５５
の第一電極５５１および第二電極５５２間にステップ電圧（直流電圧）を印加して駆動さ
せる制御をする。
　具体的には、記憶部８２に記憶される電圧テーブルデータ８２５から、番号データ８２
７の小さい順に、電圧制御レコード８２６を読み出し、この電圧制御レコード８２６の電
圧データ８２８に記録される電圧値を、時間データ８２９に記録される印加時間印加する
制御を実施する。
【００６５】
　ギャップ測定プログラム８２２は、ＣＰＵ８１を本発明の静電容量測定部として機能さ
せるためのプログラムであり、第一電極５５１および第二電極５５２の静電容量を検出し
、第一ギャップ間隔を測定する。具体的には、ギャップ測定プログラム８２２は、記憶部
８２に記憶されるギャップ特性データを読み出し、静電アクチュエーター５５の各電極５
５１，５５２に保持される電荷量に対する第一ギャップ間隔を取得する。
【００６６】
　光量認識プログラム８２３は、受光部６から入力される電気信号（光量検出信号）を取
得し、受光部６で測定された、エタロン５を透過した光の光量を認識する。
【００６７】
　測定プログラム８２４は、ＣＰＵ８１を本発明の測定部として機能させるためのプログ
ラムであり、ギャップ測定プログラム８２２による第一ギャップ間隔の測定と、光量認識
プログラム８２３による透過光の受光量に応じた光量検出信号の認識と、を同時に実施さ
せる制御（分光測定処理）をする。
　ここで、測定プログラム８２４は、電圧制御プログラム８２１により、静電アクチュエ
ーター５５に電圧が印加された後、時間データ８２９に記憶される印加時間が経過したタ
イミング、すなわち、電圧制御プログラム８２１により、次の電圧制御レコード８２６に
基づいた電圧が印加される直前で分光測定処理を実施する。
　また、測定プログラム８２４は、記憶部８２から透過特性データを読み出し、第一ギャ
ップ間隔に対してエタロン５を透過する透過光の波長を認識する。そして、この透過光の
波長と、光量認識プログラム８２３により認識された透過光の光量とを関連付けた分光測
定結果を測色制御装置４に出力する。なお、分光測定結果を記憶部８２に記憶し、測定波
長域に対する分光測定処理の終了後に測色制御装置４に分光測定結果をまとめて出力する
構成などとしてもよい。
【００６８】
　（４．測色制御装置の構成）
　測色制御装置４は、分光測定装置３および光源装置２に接続されており、光源装置２の
制御、分光測定装置３により取得される分光特性に基づく測色処理を実施する。この測色
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制御装置４としては、例えば汎用パーソナルコンピューターや、携帯情報端末、その他、
測色専用コンピューターなどを用いることができる。
　そして、測色制御装置４は、図１に示すように、光源制御部４１、分光特性取得部４２
、および測色処理部４３などを備えて構成されている。
　光源制御部４１は、光源装置２に接続されている。そして、光源制御部４１は、例えば
利用者の設定入力に基づいて、光源装置２に所定の制御信号を出力し、光源装置２から所
定の明るさの白色光を射出させる。
　分光特性取得部４２は、分光測定装置３に接続され、分光測定装置３から入力される分
光特性を取得する。
【００６９】
　測色処理部４３は、分光特性に基づいて、測定物Ａの色度を測定する測色処理を実施す
る。例えば、測色処理部４３は、分光測定装置３から得られた分光特性をグラフ化し、図
示しないプリンターやディスプレイなどの出力装置に出力するなどの処理を実施する。
【００７０】
　（５．特性測定方法）
　次に、上記のような測色装置１を構成する分光測定装置３の動作における特性測定方法
について図面に基づいて説明する。
　図５は、分光測定装置３の分光測定動作を示すフローチャートである。
【００７１】
　上記のよう測色装置１では、入射光（検査対象光）の分光特性を測定するために、まず
、測色制御装置４は、まず、光源制御部４１により光源装置２を制御して、測定物Ａに対
して、例えば白色光を照射する（光照射工程）。
　この後、分光測定装置３の制御回路部８のＣＰＵ８１は、電圧制御プログラム８２１、
ギャップ測定プログラム８２２、光量認識プログラム８２３、および測定プログラム８２
４を起動させる。また、ＣＰＵ８１は、初期状態として、測定回変数ｎを初期化（ｎ＝０
に設定）する(ステップＳ１)。なお、測定回変数ｎは、０以上の整数の値をとる。
　この後、測定プログラム８２４は、初期状態、すなわち、静電アクチュエーター５５に
電圧が印加されていない状態で、エタロン５を透過した光の光量を測定する（ステップＳ
２）。なお、この初期状態における第一ギャップ間隔は、例えば分光測定装置の製造時に
おいて予め測定し、記憶部８２に記憶しておいてもよい。そして、ここで得られた初期状
態の透過光の光量、および第一ギャップ間隔を測色制御装置４に出力する。
【００７２】
　次に、電圧制御プログラム８２１は、記憶部８２に記憶されている電圧テーブルデータ
８２５を読み出す（ステップＳ３）。また、電圧制御プログラム８２１は、測定回変数ｎ
に「１」を加算する（ステップＳ４）。
　この後、電圧制御プログラム８２１は、電圧テーブルデータ８２５から、番号データ８
２７が測定回変数ｎである電圧制御レコード８２６を読み込み、電圧データ８２８および
時間データ８２９を取得する（ステップＳ５）。そして、電圧制御プログラム８２１は、
駆動回路７に駆動制御信号を出力し、電圧データ８２８に記録される電圧を、時間データ
８２９に記録される印加時間の間、静電アクチュエーター５５に印加する処理を実施する
（ステップＳ６）。
【００７３】
　また、測定プログラム８２４は、印加時間経過タイミングで、分光測定処理を実施する
（ステップＳ７）。すなわち、測定プログラム８２４は、ギャップ測定プログラム８２２
により第一ギャップ間隔を測定させるとともに、光量認識プログラム８２３により透過光
の光量を測定させる。また、測定プログラム８２４は、記憶部８２から透過特性データを
読み出し、測定された第一ギャップ間隔に対する透過光の波長を認識する。そして、測定
プログラム８２４は、測定された透過光の光量と、認識した透過光の波長とを関連付けた
分光測定結果を測色制御装置４に出力する制御をする。
【００７４】
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　この後、ＣＰＵ８１は、測定回変数ｎが最大値Ｎに達したか否かを判断し（ステップＳ
８）、測定回変数ｎがＮであると判断すると、一連の分光測定動作を終了する。一方，ス
テップＳ８において、測定回変数ｎがＮ未満である場合、ステップＳ４に戻り、測定回変
数ｎに「１」を加算する処理を実施し、ステップＳ５～ステップＳ８の処理を繰り返す。
　以上の処理により本発明の第一電圧制御工程、第一測定工程、第二電圧制御構成、第二
測定工程、第三電圧制御工程、第三測定工程が実施される。すなわち、測定回変数ｎであ
る時に、第一電極５５１および第二電極５５２間に印加される電圧が本発明の第一電圧で
あり、その電位差が本発明の第一電位差であり、その際のギャップ間隔が本発明の第一間
隔となり、その際にエタロン５を透過する光が本発明の第一光となる。また、この後の測
定回変数ｎに１が加算され、測定回変数ｎ＋１となった際の第一電極５５１および第二電
極５５２間に印加される電圧が本発明の第二電圧であり、その電位差が本発明の第二電位
差であり、その際のギャップ間隔が本発明の第二間隔となり、その際にエタロン５を透過
する光が本発明の第二光となる。さらに、測定回変数ｎに１が加算され、測定回変数ｎ＋
２となった際の第一電極５５１および第二電極５５２間に印加される電圧が本発明の第三
電圧であり、その電位差が本発明の第三電位差であり、その際のギャップ間隔が本発明の
第三間隔となり、その際にエタロン５を透過する光が本発明の第三光となる。
【００７５】
　図６は、本実施形態における静電アクチュエーター５５に印加される電圧および電圧印
加時間を示す図である。
　上記のような分光測定動作により、エタロン５の静電アクチュエーター５５に印加され
る電圧は、図６に示すように、ステップ電圧が印加される。この時、上述したように、高
電圧が印加されて第一ギャップ間隔が狭くなるに従い、電圧切り替え時の電圧変動量△Ｖ
は小さく（△Ｖ1＞△Ｖ2＞△Ｖ3）設定されている。本実施形態では、Ｖ1＝１５Ｖ、Ｖ2

＝２５Ｖ、Ｖ3＝３０Ｖ、Ｖ4＝３３Ｖに設定されており、△Ｖ1＝１０Ｖ、△Ｖ2＝５Ｖ、
△Ｖ3＝３Ｖに設定されている。△Ｖ1＞△Ｖ2＞△Ｖ3と設定することで、変位部５２１の
オーバーシュートが抑制される。
　さらに、図６に示すように、高電圧が印加されて第１ギャップ間隔が狭くなるに従い、
印加時間Ｔは長く（Ｔ1＜Ｔ2＜Ｔ3＜Ｔ4）設定される。本実施形態では、Ｔ1＝１００μs
ec、Ｔ2＝１５０μsec、Ｔ3＝２００μsec、Ｔ4＝２５０μsecに設定されている。Ｔ1＜
Ｔ2＜Ｔ3＜Ｔ4と設定することで、さらに静電引力が急激に増大することがなく、変位部
５２１のオーバーシュートの発生をさらに抑制することができ、より迅速な測定が可能と
なる。また、印加電圧が大きくなると、変位部５２１に作用する静電引力および復元引力
も大きくなるが、上記したように、印加電圧が大きくなるに従って印加時間Ｔが長く設定
されている。このため、これらの力によりオーバーシュートが発生した場合でも、変位部
５２１の変動が安定したタイミングで測定することが可能となり、変位部５２１の振動に
よる分光測定処理の精度の悪化がなくなる。一方、静電アクチュエーター５５に印加され
る電圧が小さい状態では、静電引力や復元力も小さくなるため、変位部５２１の変動も少
なくなる。本実施形態では、印加電圧が小さい場合、印加時間も小さく設定され、より迅
速な測定を実施することが可能となる。なお、図６におけるＴ0は、初期状態の期間を示
している。また、図６においては、一例として、４回の分光測定を行う場合を示している
。即ち、Ｔ1（Ｖ1）のときに第１番目の測定が行われ、Ｔ2（Ｖ2）のときに第２番目の測
定が行われ、Ｔ3（Ｖ3）のときに第３番目の測定が行われ、Ｔ4（Ｖ4）の時に第４番目（
最後）の測定が行われている。オーバーシュートを抑制するために、Ｖ1＜Ｖ2＜Ｖ3＜Ｖ4

となっている。最後の測定が終了した後、測定物Ａの他の領域の色度を分光測定する場合
は、再度、エタロン５を初期状態に戻して、本実施形態の分光測定が行われる。
【００７６】
　（６．実施形態の作用効果）
　上述したように、上記実施形態の測色装置１における分光測定装置３では、ＣＰＵ８１
は、電圧制御プログラム８２１により、分光測定時に変位部５２１を変動させて複数波長
の分光光に対する光量を測定する際、静電アクチュエーター５５に印加する電圧を低電圧
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から高電圧に切り替える処理を実施する。
　このため、静電アクチュエーター５５への電圧を切り替えた際に発生する変位部５２１
の変動を迅速に安定化させることができる。すなわち、低電圧から高電圧に電圧を切り替
えることで、静電引力の反力である復元力が大きくならず、変位部の変動速度を緩和させ
ることができる。したがって、変位部５２１がオーバーシュートして振動が発生する不都
合を抑制できる。したがって、電圧印加タイミングから測定タイミングまでの時間を短く
することができ、迅速な分光測定処理を実施することができる。また、変位部５２１の振
動を抑制できるため、測定時に変位部５２１が振動することによる測定精度の悪化などを
も抑えることができ、分光測定装置３の測定精度を向上させることができる。
【００７７】
　また、ＣＰＵ８１は、電圧制御プログラム８２１により、電圧テーブルデータ８２５の
データに基づいて、第一ギャップ間隔が最大である初期状態から、第一ギャップ間隔が最
小となる最大電圧印加状態まで、電圧の印加を複数回切り替え、印加電圧値が小さい順に
静電アクチュエーター５５に電圧を印加する。
　このため、エタロン５において分光可能な波長域に対して、複数波長の分光特性を測定
することができる。
　また、電圧を小刻みに変動させることで、静電引力が急激に大きくなることがなく、オ
ーバーシュートを良好に抑制することができる。したがって、分光測定処理をより迅速に
実施することができる。
【００７８】
　さらに、上記電圧テーブルデータ８２５では、電圧値が上がるに従って、電圧変動量が
小さくなるように電圧データ８２８が設定されており、ＣＰＵ８１は、電圧制御プログラ
ム８２１により、低電圧から高電圧に切り替えるに従って、電圧変動幅が小さくなるよう
に、静電アクチュエーター５５への電圧印加を制御する。
　このため、第一ギャップ間隔が小さくなった場合、静電アクチュエーター５５に印加さ
れる電圧の切り替え時に、電圧の変動量が小さく、静電引力が急激に大きくなることがな
い。したがって、急激な静電引力の増大によるオーバーシュートや、オーバーシュートに
伴う変位部５２１の振動を低減することができ、迅速に分光測定処理を実施することがで
きる。
【００７９】
　そして、上記電圧テーブルデータ８２５では、電圧値が上がるに従って、印加時間が長
くなるように時間データ８２９が設定されており、ＣＰＵ８１は、電圧制御プログラム８
２１により、低電圧から高電圧に切り替えるに従って、静電アクチュエーター５５に電圧
を印加し続ける印加時間が長くなるように、静電アクチュエーター５５への電圧印加を制
御する。
　このため、静電アクチュエーター５５に高電圧を印加した際に、静電引力および静電引
力に抗する復元力が大きくなり、これらの力のバランスにより変位部５２１が振動してし
まった場合でも、変位部５２１の変動が安定するために要する印加時間が設定されている
ため、測定時に変位部５２１が振動することがない。すなわち、ＣＰＵ８１は、測定プロ
グラム８２４により、第一ギャップ間隔の変動がなくなったタイミングで分光測定処理を
実施することができ、精度の高い分光測定結果を得ることができる。
　一方、静電アクチュエーター５５に印加する電圧が小さい場合では、静電引力や復元力
も小さくなるため、変位部５２１はほとんど振動することなく、短時間で所定位置に静止
する。本実施形態の分光測定装置３では、静電アクチュエーター５５に印加する電圧が小
さいほど印加時間も短くなるため、低電圧印加時には、より迅速に測定プログラム８２４
による分光測定処理を実施できる。
【００８０】
　そして、ＣＰＵ８１は、測定プログラム８２４により、エタロン５により分光され透過
した光の光量を測定すると同時に、第一ギャップ間隔の測定を実施させる。また、第一ギ
ャップ間隔が測定されると、透過光の波長を求めることができるため、透過光の波長およ
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び光量を同時に取得することができる。
　ここで、静電アクチュエーター５５に印加する電圧に対する第一ギャップ間隔を予め測
定してデータとして保持する構成としてもよいが、この場合、電極厚み寸法などの要因に
より、個々のエタロン５において、所定電圧を印加した際の第一ギャップ間隔が異なるた
め、個々の分光測定装置のそれぞれにおいて、印加電圧に対する第一ギャップ間隔を測定
する必要が生じ、製造工程が煩雑化する。また、測定環境により所定電圧を印加した際の
第一ギャップ間隔が変動する場合があり、測定精度が悪化することも考えられる。これに
対して、上記のように、静電アクチュエーター５５の各電極５５１，５５２に保持される
電荷保持容量から第一ギャップ間隔を求める方法では、正確な値を求めることができる。
したがって、第一ギャップ間隔に対する透過光の波長も正確に求めることができる。これ
により、エタロン５により分光されて透過した光の波長およびその光量を正確に測定する
ことができ、精度の高い分光測定処理を実施することができる。
【００８１】
　また、本発明の測色装置１では、分光測定装置３により得られた分光測定結果に基づい
て、測定プログラム８２４により測色処理を実施する。上述のように、分光測定装置３か
らは、正確な分光測定結果を迅速に出力することができるため、測色装置１における測色
処理においても、迅速な処理が可能であり、正確な測色処理を実施することができる。
【００８２】
〔変形例〕
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、上記実施形態において、初期駆動電圧から最大駆動電圧までを複数の段階に分
割し、複数回の測定を実施したが、例えば、低電圧である第一電圧から高電圧である第二
電圧に切り替える２段階の処理を実施するものであってもよい。この場合でも、静電アク
チュエーター５５に印加する電圧を、低電圧から高電圧に印加電圧を切り替えるため、高
電圧から低電圧に切り替える場合に比べて、変位部５２１の変動を抑えることができ、迅
速な分光測定を実施することができる。
【００８３】
　また、上記実施形態では、ＣＰＵ８１は、電圧制御プログラム８２１により、静電アク
チュエーター５５に印加する電圧を高電圧に切り替えるに従って、電圧変動幅が小さくな
る制御したが、これに限定されず、例えば、先の電圧から所定電圧を差し引いた電圧を切
り替え後の電圧として、電圧変動幅を小さくしていくなどの処理を実施してもよい。
　さらに、静電アクチュエーター５５への電圧切り替え時に、電圧変動幅を一定にする制
御であってもよい。この場合でも、静電アクチュエーター５５に印加する電圧を低電圧か
ら高電圧に切り替える制御を行うことで、高電圧から低電圧に電圧を切り替える場合に比
べて変位部５２１のオーバーシュートを抑えることができるため、分光測定動作の迅速化
を図ることができる。
【００８４】
　さらに、ＣＰＵ８１は、電圧制御プログラム８２１により、静電アクチュエーター５５
に印加する電圧を高電圧に切り替えるに従って、印加時間を長くする制御を実施したが、
これに限定されない。例えば、高電圧印加時に変位部５２１の変動が安定化するまでの印
加時間を固定時間として、どの電圧に切り替えた場合でもこの固定時間だけ電圧を印加す
る制御を行ってもよい。この場合、上記実施形態に比べて測定に係る時間は長くなるが、
電圧制御プログラム８２１により静電アクチュエーター５５に印加する電圧を低電圧から
高電圧に切り替える制御を行っているため、固定時間自体の長さが、高電圧から低電圧に
切り替えて制御する場合に比べて短くなる。つまり、高電圧から低電圧に切り替える場合
に比べて、迅速な分光測定処理を実施することができる。
【００８５】
　そして、ＣＰＵ８１は、測定プログラム８２４により、光量の測定と第一ギャップ間隔
の測定とを同時に実施させる構成としているが、これに限定されない。例えば、上述した
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ように、静電アクチュエーター５５に印加する電圧に対する第一ギャップ間隔を予め測定
してデータとして保持している場合、第一ギャップ間隔を例えば静電アクチュエーターに
保持される保持電荷量に基づいて測定する必要がなく、データに基づいて透過光の波長を
取得することができる。このような場合では、上述のように、製造工程において、個々の
分光測定装置３に対して固有となるデータをそれぞれ測定する必要があり、測定環境を一
定に保つ必要はあるが、処理を簡略化することができ、ＣＰＵ８１の処理負荷を軽減した
測定を実施することが可能となる。
【００８６】
　また、ＣＰＵ８１は、ギャップ測定プログラム８２２により、静電アクチュエーター５
５の第一電極５５１および第二電極５５２の電荷保持容量を測定する構成としたが、例え
ば、第一ギャップ間隔を測定するための測定用静電駆動電極を反射膜５３，５４の外周縁
に設ける構成などとしてもよく、圧電素子を変位部５２１および反射膜固定部５１２の間
に設置し、圧電素子の変位に伴って出力される電流値を検出してもよく、その他、いかな
る手段により第一ギャップ間隔を測定するものであってもよい。
【００８７】
　そして、上記実施形態では、変位部５２１が一対の基板の一方である可動基板にのみ形
成される例を示したが、例えば、固定基板５１の反射膜固定部５１２も変位可能な構成と
してもよい。
【００８８】
　上記実施形態において、エタロン５を透過する光を受光部６により受光する構成とした
がこれに限定されない。例えば、エタロン５により反射される光を受光部により受光する
構成などとしてもよい。
【００８９】
　さらに、測色装置１は、測定物Ａに光を照射する光源装置２を備える例を示したが、例
えば、自ら光を発するディスプレイなどの表示装置を測定物Ａとする場合などでは、光源
装置２が設けられない構成としてもよい。
　さらには、光源装置２から射出された光が測定物Ａに反射され、この反射光を分光測定
装置３により測定する構成を例示したが、例えば、エタロン５を透過した光を測定物Ａに
て反射させ、受光部６により受光させる構成などとしてもよい。
【００９０】
　また、上記実施形態において、電圧制御プログラム８２１、ギャップ測定プログラム８
２２、光量認識プログラム８２３、および測定プログラム８２４は、記憶部８２に記憶さ
れるプログラムであり、ＣＰＵ８１により読み出されることで実行されるソフトウェアと
しての構成例を示したが、これに限定されない。例えば、ｉＣなどの集積回路などにより
ハードウェアとして構成されるものであってもよい。すなわち、本発明の電圧制御部、静
電容量測定部、および測定部は、回路などのハードウェアとして構成されるものであって
もよい。
【００９１】
　また、上記実施形態では、本発明の分析機器として、検査対象光の色度を測定する測色
装置１を例示するが、これに限定されない。すなわち、分析機器としては、例えば、ガス
特有の吸収波長を検出することでガス検出を実施するガスセンサーなどにも適用すること
ができる。
【００９２】
　さらに、光フィルターを分光測定装置３とし、分析機器である測色装置１に搭載する構
成を例示したが、例えば光フィルターは、光機器に搭載されるものであってもよい。
　この場合、光機器は、本発明の光フィルターと、光からデータを取り出す光デコード装
置とを備える。このような光機器では、光フィルターは、光ファイバーなどの光伝達媒体
により伝送された光から所望の波長の光を波長が長い順に抽出す、光デコード装置は、光
フィルターにより抽出された所望の波長に対してデコード処理を実施し、その波長に含ま
れるデータを抽出する。このような光機器では、上記のように光フィルターにより迅速に
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各波長の光を抽出することができるため、伝送された光からデータを抽出する処理も迅速
に開始することができ、迅速なデータ受信が可能となる。
【００９３】
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造および手順は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構造などに適宜変更できる。
【符号の説明】
【００９４】
　１…分析機器としての測色装置、３…光フィルターを構成する分光測定装置、５…エタ
ロン、６…受光部、５１…第一基板である固定基板、５２…第二基板である可動基板、５
３…第一反射膜である固定反射膜、５４…第二反射膜である可動反射膜、８１…電圧制御
部、静電容量測定部、測定部としてのＣＰＵ、５５１…第一電極、５５２…第二電極、８
２１…ＣＰＵを電圧制御部として機能させる電圧制御プログラム、８２２…ＣＰＵを静電
容量測定部として機能させるギャップ測定プログラム、８２４…ＣＰＵを測定部として機
能させる測定プログラム。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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